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１．概要（Summary） 

熱電子発電とは金属などを高温に加熱することで電子

が放出される熱電子放出という現象を利用した発電方法

で、電子を放出するエミッタと電子を捕集するコレクタの二

つの電極から成る。さらに電極間ギャップが 1~10 µm に

すると最高の効率が得られることが知られている[1]。 
本研究では TiN 合金をエミッタに用いて高効率の狭ギ

ャップ熱電子発電素子を開発することを目的としている。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
8 インチ汎用スパッタ装置 
【実験方法】 
フォトリソグラフィによってレジストをパターニングした基

板上に TiN を成膜した、リフトオフプロセスを行った。 
TiN は約 400, 500 nm を成膜した。成膜条件は、Ar 雰
囲気、DC パワー500 W で行った。その後薬品によるリフ

トオフを行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
成膜後のサンプルを Fig. 1 に示す。またリフトオフ後の

基板を顕微鏡を使い，観察を行った結果を Fig. 2 に示す。

レジストの上に成膜されたTiNがリフトオフによって除去さ

れ、パターニングができていることが確認できる。 
 
 
 

 
Fig. 1 Photograph of SiO2/Si substrate  

after TiN sputtering 
 

 

Fig. 2 Photograph of SiO2/Si substrate after lift-off 
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